GD 242, 2 GD 242

Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bauform D nach TGL 11811 fiir Verstérker-End-
stufen und als Paare fur Gegentaktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie fiir Schalter-

anwendungen bis 48 V.

Kollektor

am Gehéiuse

16

a
—® ™
°>

d o

Qs

i :
Masse ca. 12 g 19 ] 3
Wéarmewiderstand Rir) e = 4grd/W
Grenzwerte; giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso = 50V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucer = 48V
Rpz = 50 2

Koliektor-Emitter-Spannung ~Uces = 50V
Emitter-Basis-Spannung -Uego = 20V
Gesamtverlustleistung Pv = 10W
Kollektorstrom -le = 3,0A
Emitterstrom le = 3,6 A
Basisstrom -ls = Q0,6 A
Sperrschichttemperatur 9 = 4-85°C

Betriebstemperaturbereich

—25°C bis +65°C
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GD 242, 2 GD 242

Statische Kennwerte

Kollektor-Basis-Reststrom

~Uce = 6V
Kollektor-Emitter-Reststrom
-Uee = 50V

Kollektor-Reststrom
bei gesperrter Emitterdiode

-Uce = 30V

Uge = 1V
Emitter-Basis-Reststrom
-Ues = 20V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
-l = 0,5A

-le = 3A
Basis-Emitter-Spannung
~-Uce = 6V

-l¢g = Q0,5A
Basis-Emitter-Spannung
~Uce = 2V

-lc = 2 A

Kollektor-Basis-Stromverhdltnis

-Uce = 2V
-lc = 2A
-Uce = 6V
-lc = 0,5A

hoe-Verh&ltnis

=Uece =2V
-le = 2A
-lc = 0,5A

-lcso

-lees

-lcev

-lero

“UCEsut

-Uee

-Uge

h21E

hae

heie (20A)
hae (o5A)

Min.

18
28
45
71

40

Typ
35 uA

0,5 mA

0,06 mA

50 uA

0,25V

0,35V

0,75V

Max.
100 uA

2,5 mA

1T mA

500 pA

0.6 V

0,7V

1,4V

35
56
90
140

U O ® > Stromverstirkungs-

gruppe
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6D 240...GD 244

GD 242, 2 GD 242 R
elechonic
Min. Typ Max.
Paarigkeitsbedingungen
Verhdéltnis der Basisstrédme 1
Tos 0,833 1.2
B2
bei -Uce = 6V
-le = 0,5A
und -Uce = 2V
-le = 3A .
Verhdltnis der Basis-Emitter- Uee1 g’
spannungen Use2 0,833 1.2 =
bei -Uce = 2V ?
-le = 3A 22
o
Dynamischer Kennwert &:g‘ %
Ubergangsfrequenz fr 250 kHz 300 kHz A
-Uee = 6V 300 kHz 450 kHz B
-l = 0,1A 350 kHz 500 kHz C
400 kHz 600 kHz D
Schaltzeiten ton 20 ps 40 ps
Siehe MeBschaltung ts 5 us 10 ws
Ubersteuerungsfakior m = 3 tr 6 us 12 us
)
-ig
t
700
I
® [ :
| Is tf‘ j ¢

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Stromverstarkungsgruppe B
Bestellbeispiel fiir ein Transistorpaar
der Stromverstéarkungsgruppe B

Transistor GD 242 B

Transistorpaar 2 GD 242 B

VEB ROHRENWERK ANNA SEGHERS NEUHAUS
Betrieb im Kombinat VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)
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1
Zle |- 70mA
A 3 - -1 = P
b= 60mA ‘g " rarameter
1\ -
50mA
2 —TX"40 mA
—TX30mA
- =1V — e
CE \\ 20

\/ Y

-Ig \ 10mA

e ——e.
mA 5mA
80 40 4 8 12,
CE
.__.b
14
04
-~ 08
Ypg = 1V
"Use
v
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